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Optische Positionssensoren

Die unta*tel]ten optischen Positionssensoren SP 113. SP 117 und SP 123 sind in Si-Planarteghnologie
gefertigt und haben ein Trdgerstreifen-Plastgehiuse. Der unterteilte optische Positionssensor SP 124
ist In Si-Epitaxie-Planartechnologie gefertigt und hat ein Metall-Glas-Gehduse, 5ie eignen sich fiir
Dioden- und Elementbetrieb, weisen ein niudriéaa Ounkelstromniveau auf und sind durch ein geringes

Ubersprechen gekennzeichnet, . : 4

Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik, insbesondere Nachlaufsteuerungen, Kanten-
filhrungen sowie Weg- und Winkelabtastungen.

Grenzwerte
Kurzzeichen v min. max. Einheit
Sperrgleichspannung Up :
= -25...70 % 25 v
Verlustleistung Pirn :
5P 116 ; 75 mwW
SP 123 ' 75 mW
SP 117 40 mw

5P 124 ’ 100 ! mW
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Sgarrachichttalparntur
5

124

Betriebstemperatur-
bereich

Lagerungstemperatur-

bereich

Kenngriifen caﬁt =25 )

Dunkelsperrstrom
E! = 0 1x

Ug =20 V

sp 116%)

sp 117%)

sp 1231)

SP 124

Spektirale
Empfindlichkeit

A= 633 mm
UR =20V

j‘u,ﬁ = 10 nm

Integrale
Empfindlichkeit
U, = 10 V

g o 3 k1x?)

SP 116

SP 117

SP 123

5P 124

Wellenlénge der
max. Empfindlich-
keit

b 5'1|]I1I:I

Ug = 20V
R, <100 Ohm

Impulsenstiegs- und
‘Abfallzeit

A= 850 nm

HL = 50 Ohm

Kurzzeichen min. max. Einheit
J
J 125 ¢
Jt . =15 55 o¢
0
ok -25 70 c
Kurzzelichen min. typ. max. Einheit
Teo
- ;1 10 nA
- . 10 nA
= 0,1 10 nA
- =3 20 nA
A
0,25 0,33 - A/W
1)
Stot
4,5 = - WA/ Klx
3,0 - - pA/Klx
13" - - Hﬁfh‘.l?f-
8,0 - - HA/K1x
600 700 800 nm
t.. g " 40 100 ns
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Fortsetzung

Laterale Inhomogeni-
tiét der Fotostromemp-

findlichkeit

Up = 20 V

Normlichtart A, Licht-
fleckdurchmesser 50 pm

ilbersprechen

3 SP 116, ...
Kurzzeichen min., - typ. max. Einheit
ES L . 100 - 3 3
2 . 100 S 2 5
To1

1) 4¢ Teilflsche bzw. Teildiode

2)

gemessen mit Normlichtart A nach TGL
der geometrischen Achse '

37363 in Rlchtung

Strahlungeenplindliche
Teilfilichen e 1,74 ma®

nicht beleagt

TeilfiBche 2

s | et | P | e

Tellfllchs 1

Bild 1:

Malbild

5P 116 - Differenzfotediode

Masse: 0,1 g



Masse: 0,1 g

Bild 2: MalObild SP 117 - Quardrantenfotodiode

e £ Masse: 0,1 g

Masse: 0,8 g

8ild 3: MaBbild SP 123 - Kreis-Kreisringfotodiode Bild 4: MaBbild SP 124 - Kreis-

. Kreisringfotodiode
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Bild 5: Relative spektrale Empfindlichkeit

a) SFP llé b) 5P 117
" g) SP 123 d) SP 124
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c)
Bild &: Homopgenitdt der Empfindlichkeit
a) SP l1& b) 5P 117
c) 5P 123 d} SP 124

d)



Die vorli den Datenblitter dienen
ausschii h der Information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind.
lichkeiten abgeleitet werden.

Anderungen im Sinne des techni.

schen Fortschritts sind vorbehalhten.
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